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FZ 1200 R 12 KF 4
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FZ 1200 R12 KF4
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Bild/Fig. 1 Bild/Fig. 2
Kollektor-Emitter-Spannung im Sattigungsbereich (typisch) Kollektor-Emitter-Spannung im Séattigungsbereich (typisch)
Collector-emitter-voltage in saturation region (typical) Collector-emitter-voltage in saturation region (typical)
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Ubertragungscharakteristik (typisch)
Transfer characteristic (typical)
Veg=20V

Riickwarts-Arbeitsbereich
Reverse biased safe operating area
tj=125°C, v p = v r =15V, Rg = 0,820
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FZ 1200 R12 KF4

107! 2500
6 /
Z(th)Jc i
reml Diode]] [A]2000
3 H
LT
/|
2 IGBT 7
N R . R ]| T 1500
L7 /
102
/
1000
5 /
7
3
500
7
2
d
10-3 2 1 0 1 0
0% 2 4 102 2 4 10" 2 100 2 4 10 0.5 1.0 15 2.0 25 3.0
FZ1200R12KF4 t [S] . i FZ1200R12KF4 VF[V]
Bild/Fig. 5 Bild/Fig. 6

Transienter innerer Warmewiderstand (DC)
Transient thermal impedance (DC)

Durchlakennlinie der Inversdiode (typisch)
Forward characteristic of the inverse diode (typical)
----- ty= 25°C

— t;=125°C
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